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Abstract 



A method for producing a semiconductor device includes steps of: a) a positioning board forming process in which concave 
portions, each of which is located at a position corresponding to a position of a respective projecting electrode of a 
semiconductor device, and first positioning portions, which are used for determining a position of a sealing resin with respect 
to the projecting electrode, are integrally formed on a flat-plate member so as to form a positioning board; b) a filling process 
in which an electrode materia! for forming the projecting electrode is filled in the concave portions formed on the positioning 
board; c) a bonding process in which a composite board is formed by mounting a circuit board on the positioning board so 
as to bond each of the electrode material filled in the concave portions to the circuit board; d) a sealing resin forming 
process in which a mold having a cavity for forming a sealing resin and second positioning portions for determining a 
position of the positioning board with respect to the cavity is fixed to the composite board in a state that the position of the 
positioning board is determined with respect to the cavity by engaging the first positioning portions with the respective 
second positioning portions, and resin is filled in the cavity so as to form the sealing resin, and e) a positioning board 
removing process in which the positioning board is removed. 
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© Halbleitervorrichtung und Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung 

© Ein Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrich- 
tung umfa&t die folgenden Schritte: a) einen Herstel- 
lungsprozefc fur eine Positionierungsplatine, bei dem 
konkave Abschnitte, von denen jeder an einer Position 
entsprechend einer Position einer jeweiligen vorsprin- 
genden Elektrode einer Halbleitervorrichtung gelegen ist, 
und erste Positionierungsabschnitte, die zum Bestimmen 
einer Position eines abdichtenden Harzes in bezug auf die 
vorspringende Elektrode verwendet werden, einstuckig 
auf einem flachen Plattenteil ausgebitdet werden, um da- 
durch eine Positionierungsplatine zu bilden; b) einen Full- 
prozeft, bei dem ein Elektrodenmaterial zur Herstellung 
der vorspri ngenden Elektrode in die konkave n Abschnit- 
te, die in der Positionierungsplatine ausgebildet sind, ge- 
fullt wird; c) einen VerbindungsprozeS, bei dem eine zu- 
' sammengesetzte Platine dadurch ausgebildet wird, in- 
■ dem eine Schaltungsplatine auf der Position ierungsplatt- 
1 ne befestigt wird, um jegliches Elektrodenmaterial, wel- 
ches in die konkaven Abschnitte gefullt wurde, an die 
Schaltungsplatine zu binden; d) einen ProzeS zur Ausbil- 
dung eines abdichtenden Harzes, bei dem eine Gieftform 
mit einem Hohlraum zur Ausbildung eines abdichtenden 
Harzes und die zwetten Positionierungsabschnitte zum 
Bestimmen einer Position der Positionierungsplatine in 
bezug auf den Hohlraum an der zusammengesetzten Pla- 
tine in einem Zustand befestigt wird, bei dem die Position 
der Positionierungsplatine in bezug auf den Hohlraum da- 
durch bestimmt ist, ... 
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Beschreibung 

HINTERGRUND DER ERHNDUNG 

Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein Halbleiter- 
vorrichtungen und Verfahren zur Herstellung von Halbtei- 
tervorrichtungen und betrifft speziell eine Halbleitervorrich- 
tung, die vorspringende Elektroden enthalt, und ein Verfah- 
ren zur Herstellung solcher Halbleitervorrichtungen. 

Kurzlich wurden Reduzierungen in der GroBe, im Ge- 
wicht und in den Kosten in hohem MaBe gefordert, und zwar 
in Verbindung mit tragbaren elektronischen Vorrichtungen. 
Demzufolge wurden Halbleitervorrichtungen, die fur solche 
tragbaren elektronischen "vorrichtungen verwendet werden, 
in der GroBe, im Gewicht und in den Kosten stark reduziert. 

Es besteht auch eine Neigung dahingehend, daB eine Tei- 
lung zwischen jedem von auBeren Verbindungsanschlussen 
einer Halbleitervorrichtung in Einklang mit der GroBenre- 
duzierung der Halbleitervorrichtung verschmalert wird. Aus 
diesem Grund wurden vorspringende Elektroden, wie bei- 
spielsweise Lotbumps, als eine auBere AnschluBkonstruk- 
tion angepaBt, was die Moglichkeit bietet, eine feine Teilung 
der auBeren Verbindungsanschliisse zu realisieren. 

Andererseits ist es erforderlich, eine Positionierungsope- 
ration einer vorspringenden Elektrode und eines Testsockels 
mit hoher Genauigkeit aus zufiihren, wenn eine Halbleiter- 
vorrichtung, die solch fein beabstandete Elektroden enthalt, 
getestet wird. Es ist in gleicher Weise erforderlich, prazise 
eine Positionierungsoperation zwischen einer vorspringen- 
den Elektrode und einer Elektrode auszufuhren, die an ei- 
nem Montageboard vorgesehen ist, wenn die Halbleitervor- 
richtung, welche die zuvor erwahnten fein beabstandeten 
Elektroden aufweist, montiert wird. 

Neuerdings wird eine Konstruktion einer Halbleitervor- 
richtung, die vorspringende Elektroden enthalt, an ein Ku- 
gelgitter-Array (BGA) haufig angepaBt. Bei einer Halblei- 
tervorrichtung, welche die BGA-Struktur besitzt, wird ein 
Halbleiterelement auf einer Flache einer keramischen Viel- 
schicht-Schaltungsplatine oder einem organischen Typ einer 
Vielschicht-Schaltungsplatine montiert und es werden eine 
Vielzahi von Lotbumps, welche die vorspringenden Elektro- 
den bilden, auf der anderen Seite der Platine ausgebildet. 

Das zuvor erwahnte Halbleiterelement und die Lotbumps 
werden elektrisch uber einen Elektrodenabschnitt verbun- 
den, der auf der Oberflache der Vielschicht-Schaltungspla- 
tine ausgebildet ist, und wird an das Halbleiterelement 
draht-angeschlossen oder flip-chip-angeschlossen, und wird 
an innere Elektroden angeschlossen, die in der Vielschicht- 
Schaltungsplatine ausgebildet sind, um so den Elektroden- 
abschnitt und die Lotbumps anzuschlieBen. 

Zusatzlich wird ein abdichtendes Harz auf der Oberflache 
der Schaltungsplatine vorgesehen, um das Halbleiterele- 
ment, Drahte usw. abzudichten und zu schtitzen. 

Um nun die oben erwahnte Halbleitervorrichtung vom 
BGA-Typ herzustellen, wird zuerst ein Halbleiterelement 
auf der Oberflache einer Schaltungsplatine montiert und es 
wird das Halbleiterelement elektrisch mit einem Elektroden- 
abschnitt verbunden, der auf der Schaltungsplatine ausgebil- 
det ist, und zwar unter Anwendung solch eines Verfahrens 
wie ein Draht-Verbindungs verfahren. Dann wird ein abdich- 
tendes Harz vorgesehen, um das Halbleiterelement zu be- 
decken, welches auf der Schaltungsplatine montiert ist. Es 
konnen Verfahren, wie beispielsweise ein gieBtechnisches 
Verfahren oder ein VergieB verfahren, fur den oben erwahn- 
ten Zweck verwendet werden. Nach der Vervollstandigung 
der oben angegebenen Prozedur werden Lotbumps auf der 
Riickseite der Schaltungsplatine ausgebildet. 

Bei der oben erwahnten Prozedur ist es, um eine feine 



Teilung der vorspringenden Elektroden der Halbleitervor- 
richtung vom BGA-Typ zu erzielen, erforderlich, eine Posi- 
tionierungsoperation mit hoher Genauigkeit auszufiihren, 
wenn die Halbleitervorrichtung getestet oder montiert wird. 
5 Das heiBt, beirn Testen der Halbleitervorrichtung wird 
beispielsweise ein Rand der Schaltungsplatine in Kontakt 
mit der Innenflache eines IC-Sockes gebracht, um die Posi- 
tionsbeziehung zwischen den vorspringenden Elektroden 
der Halbleitervorrichtung und dem IC-Sockel zu bestim- 
10 men, 

Wenn die Halbleitervorrichtung auf einer Befestigungs- 
platine befestigt wird, werden auch eine Standardposition, 
die bei einer vorbestimmten Position der Befestigungspia- 
tine eingesteilt ist, und der Rand der Schaltungsplatine er- 

15 kannt, und zwar durch ein hergestelltes Bild, und es wird 
dann die Positionierungsoperation basierend auf der Posi- 
tion des Randes der Schaltungsplatine und der vorbestimm- 
ten Standardposition ausgefuhrt. 

Es ist jedoch bei dem oben erlauterten Verfahren, bei dem 

20 die Schaltungsplatine der Halbleitervorrichtung als eine Ba- 
sis fiir die Positionierungsoperation verwendet wird, erfor- 
derlich, daB jeder der Lotbumps (vorspringenden Elektro- 
den) an einer vorbestimmten Position genau ausgebildet ist. 
Das heiBt, wenn die Genauigkeit der Position von jedem 

25 Lotbumps in bezug auf die Schaltungsplatine gering ist, 
wird die Position der Lotbumps in bezug auf den IC-Sockel 
oder Befestigungsplatine selbst dann verschoben, wenn die 
Schaltungsplatine exakt in bezug auf den IC-Sockel oder die 
Befestigungsplatine positioniert wird, 

30 Es ist somit erforderlich, jeden der Lotbumps genau an ei- 
ner jeweiligen vorbestimmten Position in bezug auf die 
Schaltungsplatine auszubilden. Bei Verwendung des her- 
komrnlichen Verfahrens ist es jedoch schwierig, die Positi- 
onsgenauigkeit der Lotbumps relativ zu der Schaltungspla- 

35 tine zu verbessern, Einer der Griinde dafur besteht darin, daB 
ein thermischer Ausdehnungskoeffizient eines organischen 
Materials, welches haufig fiir die Ausbildung der Schal- 
tungsplatine verwendet wird, im allgemeinen groB ist. Das 
heiBt, da es eine Anzahl von Erhitzungsprozessen bei dem 

40 HerstellungsprozeB der Halbleitervorrichtung gibt, wird die 
GroBe der Schaltungsplatine durch die Hitze beeinfluBt und 
es ist schwierig, deren GroBe genau beizubehalten. 

Ein anderer Grund dafiir steht in Beziehung zu einem 
Fehler, der dann erzeugt wird, wenn die Lotbumps ausgebil- 

45 del werden. Das heiBt, da das Lotmaterial geschmolzen wer- 
den muB, wenn die Lotbumps auf der Schaltungsplatine aus- 
gebildet werden, spielen unbestimmte Faktoren (die den 
Fehler verursachen), wie beispielsweise die Oberflachen- 
spannung und die Befeuchtbarkeit, bei der Ausbildung eine 

50 Rolle und sie vermindern die Genauigkeit. 

Um das oben erlauterte Problem zu losen, besteht ein Ge- 
sichtspunkt darin, eine Standardposition basierend auf der 
Ausbildungsposition der Lotbumps einzustellen, nachdem 
die Lotbumps ausgebildet wurden. Es ist jedoch bei den her- 

55 kommlichen Verfahren schwierig, eine Standardposition 
einzustellen, nachdem die Lotbumps ausgebildet worden 
sind, da die Lotbumps ausgebildet werden, nachdem ein 
Halbleiterelement, Drahte, abdichtendes Harz usw. bei der 
Schaltungsplatine vorgesehen worden sind. 

60 

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG 

Es ist eine allgerneine Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, eine Halbleitervorrichtung und ein Verfahren zur Her- 
65 stellung der Halbleitervorrichtung anzugeben, bei der bzw. 
bei dem die oben erwahnten Probleme beseitigt sind. 

Ein spezifischeres Ziel der vorliegenden Erfindung be- 
steht darin, ein Verfahren zu schaffen, um Halbleitervorrich- 
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tungen herzustellen, bei denen eine Positionierungsopera- 
tion eincr Halbleitervorrichtung in bezug auf beispieisweise 
einen IC- Socket cxler eine Befestigungsplatine mit sehr ho- 
her Genauigkeit ausgefiihrt werden kann. 

Ein anderes Ziel der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, eine Halbleitervorrichtung zu schaffen, die durch das 
oben angegebene Verfahren hergestellt werden kann, um die 
Halbleitervorrichtung herzustellen. 

Die oben angcgebcncn Zicle werden mit Hilfe cincs Vcr- 
fahrens zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung erreicht, 
welches besteht aus: a) einem HerstellungsprozeB fur eine 
Positionierungsplatine, in wclchcr konkave Abschnitte, von 
denen jeder an einer Position gelegen ist, die einer Position 
einer jeweiligen vorspringenden Elektrode einer Halbleiter- 
vorrichtung cntspricht, und erste Positionierungsabschnitte, 
die zum Bestimmen einer Position eines abdichtenden Har- 
zes in bezug auf die vorspringenden Elektroden verwendet 
werden, einstiickig auf einem flachen Plattcntcil ausgebildct 
werden, um dadurch eine Positionierungsplatine zu bilden; 
b) einen FiillprozeB, bei dem ein Elektrodenmaterial zur 
Ausbildung der vorspringenden Elektrode in die konkaven 
Abschnitte gefiillt wird, die in der Positionierungsplatine 
ausgebildet sind; c) einen BindungsprozeB, bei dem eine zu- 
sammengesetzte Plaline hergestellt wird, indem eine Schal- 
tungsplatinc auf der Positionierungsplatine befestigt wird, 
um jedes der Elektrodenmateri alien, die in die konkaven 
Abschnitte der Schaltungsplatine gefullt worden sind, zu 
binden; d) einen HerstellungsprozeB fur ein abdichtendes 
Harz, bei dem eine GuBform mit einem Hohlraum zur Her- 
stellung eines abdichtenden Harzes und zweite Positionie- 
rungsabschnitte zum Bestimmen einer Position der Positio- 
nierungsplatine in bezug auf den Hohlraum an der zusam- 
mengesetzten Platine in einem Zustand befestigt wird, bei 
dem die Position der Positionierungsplatine in bezug auf 
den Hohlraum bestimmt wird, and zwar durch Angreifcn 
der ersten Positionierungs abschnitte an die jeweiligen zwei- 
ten Positionierungsabschnitte, und wobei Harz in den Hohl- 
raum gefullt wird, um dadurch das abdichtende Harz auszu- 
bilden, und e) einen EntfernungsprozeB in bezug auf die Po- 
sitionierungsplatine, bei dem die Positionierungsplatine ent- 
fernt wird. 

GemaB dem oben erlauterten Verfahren zur Herstellung 
einer Halbleitervorrichtung werden, da die konkaven Ab- 
schnitte, von denen jeder an einer Position entsprechend der 
Position einer jeweiligen vorspringenden Elektrode gelegen 
ist, und die ersten Positionierungsabschnitte, die fur die Be- 
stimmung der Position des abdichtenden Harzes in bezug 
auf die vorspringende Elektrode verwendet werden, einstUk- 
kig auf dem flachen Plattenteil ausgebildet werden und die 
Positionierungsplatine bei dem HerstellungsprozeB der Po- 
sitionierungsplatine crzcugt wird, cs moglich, cine relative 
Positionsgenauigkeit zwischen den konkaven Abschnitten 
und den ersten Positionierungs abschnitten zu verbessern. 

Da auch das Elektrodenmaterial in die konkaven Ab- 
schnitte gefullt wird, die auf der Positionierungsplatine bei 
dem FiillprozeB gebildet werden, ist das Elektrodenmaterial 
an den Positionen vorgesehen, die den Positionen der vor- 
springenden Elektroden entsprechen. 

Dariiber hinaus wird die zusammengesetzte Platine, bei 
der die Schaltungsplatine und die Positionierungsplatine 
miteinander verbunden sind oder kombiniert sind, dadurch 
gebildet, indem das Elektrodenmaterial mit der Schaltungs- 
platine bei dent VerbindungsprozeB verbunden wird. Das 
Elektrodenmaterial wird darm zu der vorspringenden Elek- 
trode, wenn es an die Schaltungsplatine gebunden wird. Da 
die Positionen des Elektrodenmaterials auf die Schaltungs- 
platine in einem Zustand Qbertragen werden, in dem sie 
durch die Positionierungsplatine festgelegt sind, ist es mog- 



lich, akkurat die vorspringenden Elektroden an den jeweili- 
gen Positionen auszubilden, und zwar ungeachtet der Ge- 
nauigkeit der Schaltungsplatine. 

Ferner wird bei dem HerstellungsprozeB ftir das abdich- 
5 tende Harz die GuBfonn, welche die zweiten Positionie- 
rungsabschnitte enthalt, um die Position der Positionie- 
rungsplatine in bezug auf den Hohlraum zu bestimmen, mit 
der zusammengesetzten Plaline in einem Zustand befestigt, 
so daB die Position der Positionierungsplatine in bezug auf 

10 den Hohlraum dadurch bestimmt wird, indem die ersten Po- 
sitionierungsabschnitte an die jeweiligen zweiten Positio- 
nierungsabschnitte angreifcn, Dann wird das Harz in den 
Hohlraum gefullt, um das abdichtende Harz auszubilden. 
Durch den Angriff oder Eingriff der ersten Positionie- 

15 rungsabschniltc an bzw. in die jeweiligen zweiten Positio- 
nierungsabschnitte kann die Position des Hohlraums (das 
heiBt des abdichtenden Harzes) in bezug auf die Positionie- 
rungsplatine mit sehr hoher Genauigkeit festgelegt werden, 
Auch konnen die Positionen der vorspringenden Elektroden, 

20 die auf der Schaltungsplatine ausgebildet werden, sehr ge- 
nau an den jeweiligen vorbestirnmten Positionen dadurch in 
Lage gebracht werden, indem der HerstellungsprozeB ftir 
die Positionierungsplatine und der AnbindungsprozeB 
durchlaufen wird. 

25 Somit kann die Position des Hohlraumcs (das heiBt des 
abdichtenden Harzes) in bezug auf die vorspringenden Elek- 
troden ebenfalls mit sehr hoher Genauigkeit festgelegt wer- 
den, indem die ersten Positionierungsabschnitte an oder in 
die jeweiligen zweiten Positionierungsabschnitte angreifen 

3() bzw. eingreifen. Das heiBt, die Position des abdichtenden 
Harzes relativ zu den vorspringenden Elektroden kann ge- 
nau ungeachtet der Schaltungsplatine definiert bzw. festge- 
legt werden, Es wird somit moglich, die Positionen der vor- 
springenden Elektroden basierend auf den Seitenflachen des 

35 abdichtenden Harzes zu bestimmen, wenn cine Halbleiter- 
vorrichtung in Einklang mit dem oben erwahnten Verfahren 
hergestellt wird und beispieisweise an einem IC-Sockel oder 
einer Montageplatine befestigt wird und damit wird die Po- 
sition der Halbleitervorrichtung mit sehr hoher Genauigkeit 

40 bestimmt bzw. festgelegt, 

SchlieBlich wird die Positionierungsplatine bei dem Ent- 
fernungsprozeB fiir die Positionierungsplatine entfernt und 
die vorspringenden Elektroden werden freigelegt, so daB der 
ProzcB fur die Herstellung der Halbleitervorrichtung ver- 

45 vollstandigt wird. 

Die oben erlauterten Ziele werden auch mit Hilfe eines 
Verfahrens zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung er- 
reicht, welches ferner umfaBt: einen HerstellungsprozeB fur 
einen Metallfilm aus unterschiedlichen Materialien, der 

50 nach dem HerstellungsprozeB fiir die Positionierungsplatine 
und vor dem AusfUllprozeB ausgefiihrt wird, bei dem ein 
Einzelschicht- Metallfilm, der aus Material(ien) verschieden 
von dem(den) Material(ien), welches ftir die vorspringenden 
Elektroden verwendet wird, in den konkaven Abschnitten 

55 ausgebildet wird. 

Die oben erlauterten Ziele werden auch mit Hilfe eines 
Verfahrens zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung er- 
reicht, welches umfaBt: einen HerstellungsprozeB fiir einen 
Metallfilm aus unterschiedlichen Materialien, der nach dem 

60 HerstellungsprozeB fur die Positionierungsplatine und vor 
dem FiillprozeB ausgefiihrt wird, in welchem ein Viel- 
schicht-Metallfilm, der aus Materialien hergestellt ist, die 
verschieden sind von dem(den) Material(ien), welches bzw. 
welche fiir die vorspringenden Elektroden verwendet wird 

65 bzw. werden, in den konkaven Abschnitten ausgebildet 
wird. 

GemaB dem oben erlauterten Verfahren zur Herstellung 
einer Halbleitervorrichtung wird der Einzelschicht-Metall- 
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film oder Vielschicht-Metallfilm, der aus Materialien ver- 
schieden von demjenigen des Materials fur die vorspringen- 
den Elektroden hergestellt ist, auf der Oberfiache von jeder 
der vorspringenden Elektroden ausgebildet, und zwar nach 
der Vervollstandigung des Entfernungsprozesses in bezug 5 
auf die Positionierungsplatine. Es ist somit moglich, die 
Bindungseigenschaft der vorspringenden Elektroden durch 
den Metallfilm zu schutzen und zu verbessera. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch mit Hilfe ei- 
nes Verfahrens zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung to 
erreicht, wonach eine Lotpaste fur das Elektrodenmaterial 
verwendet wird und die Lotpaste in die konkaven Ab- 
schnitte gefuilt wird, und zwar unter Anwendung eines 
Wischgummis (squeegee) beim FiillprozeB, und, wenn die 
Lotpaste in die konkaven Abschnitte unter Verwendung des 15 
Wischgummis gefuilt worden ist, wird ein Abstandshalter- 
teil mit Offnungen, von denen jede an einer Position ent- 
sprechend der Position eines jeweils einen der konkaven 
Abschnitte gelegen ist, auf der Positionierungsplatine vor- 
gesehen und es wird die Lotpaste in die konkaven Ab- 20 
schnitte uber das Abstandshalterteil gefuilt 

GemaB dem oben erlauterten Verfahren zur Herstellung 
einer Halbleitervorrichtung ist es, da das Abstandshalterteil 
auf der Positionierungsplatine vorgesehen ist und die Lotpa- 
ste in die konkaven Abschnitte uber die Offnungen des Ab- 25 
standshalterteiles gefuilt wird, moglich, eine im wesentli- 
chen groBe Menge der Lotpaste in die jeweiligen konkaven 
Abschnitte zu fuilen. Dies ist wichtig, da die Lotpaste bei- 
spielsweise aus einem organischen FluBmittel besteht, bei 
dem die Lotmaterialteilchen vorhanden sind, und, wenn die 30 
Lotpaste bei dem VerbindungsprozeB erhitzt wird, das FluB- 
mittel verdampft wird und das Volumen der Lotpaste redu- 
ziert wird. Es besteht somit eine Gefahr dahingehend, daB 
ein Raum oder ein Leerraum in dem konkaven Abschnitt 
nach dem BindungsprozeB erzeugt wird. 35 

Wenn jedoch die Lotpaste in den konkaven Abschnitt 
uber das Abstandshalterteil gefuilt wird, wird das Volumen 
der Lotpaste, die in den konkaven Abschnitt gefuilt wird, 
wesentlich erhoht. Es ist somit moglich, auf sichere Weise 
vorspringende Elektroden herzustellen, von denen jede eine 40 
Gestalt besitzt, die der Gestalt des konkaven Abschnitts ent- 
spricht. Es ist auch moglich, die Menge an LStpaste, die in 
den konkaven Abschnitt gefiillt wird, durch Einstellen der 
Dicke des Ab standshalterteiles zu steuern. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch mit Hilfe ei- 45 
nes Verfahrens zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung 
erreicht, bei dem das Elektrodenmaterial durch eine Hitze- 
behandlung geschmolzen wird und eine Position der Schal- 
tungsplatine in bezug auf die Positionierungsplatine mit 
Hilfe eines SelbstausrichtefTektes bestimmt oder festgelegt 50 
wird, der durch das Elektrodenmaterial beim Schmelzvor- 
gang erzeugt wird. 

GemaB dem oben erwahnten Verfahren zur Herstellung 
einer Halbleitervorrichtung ist es, da die Position der Schal- 
tungsplatine in bezug auf die Positionierungsplatine durch 55 
einen SelbstausrichtefTekt bestimmt wird, der durch das 
Elektrodenmaterial beim Sc hmelzvorgang erzeugt wird, 
moglich, die Position der Schaltungsplatine in bezug auf die 
Positionierungsplatine unmittelbar und sicher festzulegen 
bzw. zu bestimmen. 60 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch mit Hilfe ei- 
nes Verfahrens zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung 
erreicht, wonach die ersten Positionierungs abschnitte aus 
Positionierungsoffnungen oder -bohrungen bestehen, die in 
der Positionierungsplatine ausgebildet sind und bei dem die 65 
zweiten Positionierung sab schnitte aus vorspringenden Tei- 
len bestehen, wobei jedes der vorspringenden Teile in Ein- 
griff mit einem jeweiligen einen der Positionierungsoffnun- 



gen oder -bohrungen gebracht wird. 

GemaB dem oben erwahnten Verfahren zur Herstellung 
einer Halbleitervorrichtung kann der PositionierungsprozefJ 
mit Hilfe einer einfachen Operation ausgefuhrt werden, bei 
dem die ersten Positionierungsabschnitte (Positionierungs- 
offnungen oder -bohrungen) in Eingriff gebracht werden mit 
den entsprechenden zweiten Positionierungsabschnitten 
(den vorspringenden Teilen). 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch mit Hilfe ei- 
nes Verfahrens zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung 
erreicht, bei dem die ersten Positionierungsabschnitte aus 
Seitenflachen der Positionierungsplatine bestehen und bei 
der die zweiten Positionierungsabschnitte Positionierungs- 
seiten sind, die in der GieBform ausgebildet sind und die an 
die Seitenflachen angreifen. 

GemiiB dem oben erwahnten Verfahren zur Herstellung 
einer Halbleitervorrichtung kann der PositionierungsprozeB 
auch mit Hilfe einer einfachen Operation durchgefuhrt wer- 
den, bei der die ersten Positionierungsabschnitte (Seitenfla- 
chen) in Eingriff mit entsprechenden zweiten Positionie- 
rungsabschnitten (den Positionierungsseiten) gebracht wer- 
den. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch ein Ver- 
fahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung erreicht, 
wonach Harz in den Hohlraum bei dem AusbildungsprozeB 
des abdichtenden Harzes gefuilt wird, und zwar in einem 
Zustand, bei dem die Schaltungsplatine vollstandig in dem 
Hohlraum enthalten ist oder aufgenommen ist, wenn die zu- 
sammengesetzte Platine an der GieBform befestigt wird und 
wobei Kontaktfiachen der GieBform die Positionierungspla- 
tine der zusammengesetzten Platine kontaktieren. 

Gem&B dem oben erwahnten Verfahren zur Herstellung 
einer Halbleitervorrichtung wird Harz in den Hohlraum in 
einem Zustand eingefullt, bei dem die Schaltungsplatine 
vollstandig in dem Hohlraum aufgenommen ist und Kon- 
taktfiachen der GieBform die Positionierungsplatine der zu- 
sammengesetzten Platine kontaktieren. Dadurch bedeckt 
das abdichtende Harz wenigstens die Frontflache und die 
Seitenflachen der Schaltungsplatine. Somit wird die Schal- 
tungsplatine, deren Posidonierungsgenauigkeit nicht ausrei- 
chend ist, in das abdichtende Harz eingebettet, welches eine 
hohere Posidonierungsgenauigkeit hat und damit kann eine 
Positionierungsoperation einer Halbleitervorrichtung in ein- 
facher Weise und genau durchgefuhrt werden, und zwar un- 
ter Verwendung der Seitenflachen des abdichtenden Harzes 
als eine Standardflache. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch mit Hilfe ei- 
nes Verfahrens zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung 
erreicht, wonach die Positionierungsplatine selektiv mit 
Hilfe eines Atzprozesses entfemt wird, und zwar bei dem 
EntfernungsprozeB in bezug auf die Positionierungsplatine. 

GemaB dem oben erlauterten Verfahren zur Herstellung 
einer Halbleitervorrichtung kann, da die Positionierungspla- 
tine selektiv mit Hilfe eines Atzprozesses entfernt wird, die 
Positionierungsplatine in sicherer Weise entfernt werden 
und es kann der Positionierungsplatine-EntfernungsprozeB 
ohne Beeinflussung von anderen Komponenten der Halblei- 
tervorrichtung durchgefuhrt werden. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch mit Hilfe ei- 
nes Verfahrens zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung 
erreicht, wonach die Positionierungsplatine von der Schal- 
tungsplatine bei dem EntfernungsprozeB der Positionie- 
rungsplatine abgeschalt wird. 

GemaB dem zuvor angegebenen Verfahren zur Herstel- 
lung einer Halbleitervorrichtung kann die Positionierungs- 
platine, die von der Schaltungsplatine abgeschalt worden ist, 
recycelt werden und die Kosten fur die Herstellung der 
Halbleitervorrichtung konnen reduziert werden. 
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Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch eine 
Halbleitervorrichtung erreicht, die aufweist: ein Halbleiter- 
element, welches auf einer Schaltungsplatine montiert ist; 
eine Vielzahl von vorspringenden Elektroden; und ein ab~ 
dichtendes Harz, wobei das abdichtende Harz wenigstens 5 
eine Frontflache und die Seitenflachen der Schaltungsplati- 
nen bedeckt und wobei die Seitenflachen des abdichtenden 
Harzes Positionierungsflachen sind, und zwar mit einer ho- 
hen Positionierungsgenauigkeit in bezug auf die Vielzahl 
der vorspringenden Elektroden. 10 

GemaB der oben genannten Halbleitervorrichtung ist es, 
da die Seitenflachen des abdichtenden Harzes als Positionie- 
rungsflachen verwendet werden, die eine hohe Positionie- 
rungsgenauigkeit in bezug auf die Vielzahl der vorspringen- 
den Elektroden haben, moglich, die Positionierungsopera- 15 
tion fur die vorspringenden Elektroden in bezug auf eine 
Vorrichtung durchzufiihren, die an die vorspringenden Elek- 
troden anzuschlieBen ist, indem die Position der Seitenfla- 
chen des abdichtenden Harzes in bezug auf die Vorrichtung 
bestimmt wird bzw. festgelegt wird. 20 

Da auch wenigstens die Vorderflache und die Seitenfla- 
chen der Schaltungsplatine durch das abdichtende Harz be- 
deckt sind, wird die Schaltungsplatine, welche die niedri- 
gere Positionierungsgenauigkeit besitzt, nicht durch die Sei- 
tenflachen des abdichtenden Harzes freigelegt. Somit kann 25 
die Positionierungsoperation der Halbleitervorrichtung ba- 
sierend auf den Positionierungsflachen in einfacher Weise 
durchgefuhrt werden. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch eine 
Halbleitervorrichtung erreicht, bei der das abdichtende Harz 30 
auch eine riickwartige Flache der Schaltungsplatine be- 
deckt, ausgenommen Abschnitte, die den Positionen der 
Vielzahl der vorspringenden Elektroden entsprechen. 

GemaB der oben beschriebenen Halbleitervorrichtung 
wird, da das abdichtende Harz auch an einer ruckwartigen 35 
Flache der Schaltungsplatine ausgebildet ist, ausgenommen 
den Abschnitten, die den Positionen der Vielzahl der vor- 
springenden Elektroden entsprechen, im wesentlichen die 
gesamte Schaltungsplatine durch das abdichtende Harz ge- 
schutzt Wenn beispielsweise die Schaltungsplatine aus ei- 40 
nem organischen Material besteht, und zwar rnit einer hy- 
drophilen Eigenschaft, ist es moglich, das Eindringen von 
Wasser in die Halbleitervorrichtung zu verhindern. 

Die oben erlauterten Ziele werden auch durch eine Halb- 
leitervorrichtung erreicht, bei der ein Einzelschicht-Metall- 45 
film, der aus einem Material(ien) hergestellt ist, welches 
verschieden von dem(den) Material(ien) ist, das bzw. die fur 
die Vielzahl der vorspringenden Elektroden verwendet wird 
bzw. werden, auf der Oberflache von jeder der Vielzahl der 
vorspringenden Elektroden vorgesehen ist. 50 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch eine 
Halbleitervorrichtung erreicht, bei der ein vielschichtiger 
Metallfilm, der aus Materialien hergestellt ist, die verschie- 
den von dem(den) Material(ien) sind, die fur die Vielzahl 
der vorspringenden Elektroden verwendet wird bzw. wer- 55 
den, auf der Oberflache von jeder der Vielzahl der vorsprin- 
genden Elektroden vorgesehen, 

GemaB den oben erlauterten Halbleitervorrichtungen ist 
es, da der Einzelschicht- oder Vielschicht-MetaHfilm auf der 
Oberflache von jeder der Vielzahl der vorspringenden Elek- 60 
troden ausgebildet ist, moglich, die vorspringenden Elektro- 
den zu schutzen, Es ist auch moglich, die Verbindungseigen- 
schaft zwischen den vorspringenden Elektroden und dem 
Metallfilm dadurch zu verbessern, indem man ein Material 
auswahlt, welches ausgezeichnete Bindungseigenschaften 65 
in bezug auf die vorspringenden Elektroden fur den Metall- 
film hat. 

Es ist auch moglich, die Bindungseigenschaften des Me- 
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tallfilms beispielsweise in bezug auf eine Montageplatine zu 
verbessern, indem ein Material ausgewahlt wird, welches 
eine ausgezeichnete Befeuchtbarkeit fur den Metallfilm hat. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch eine 
Halbleitervorrichtung erreicht, bei der der Einzelschicht- 
Metallfilm eine hohere Harte besitzt als die Vielzahl der vor- 
springenden Elektroden. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch eine 
Halbleitervorrichtung erreicht, bei der der Vielschicht-Me- 
taHfilm eine hohere Harte besitzt als die Vielzahl der vor- 
springenden Elektroden. 

GemaB der oben beschriebenen Halbleitervorrichtung 
konnen, da der Einzelschicht- oder Vielschicht -Metallfilm 
aus einem Material bzw. Materialien mit einer hdheren 
Harte als dasjenige der Vielzahl der vorspringenden Elektro- 
den hergestellt ist, die vorspringenden Elektroden in siche- 
rer Weise geschiitzt werden. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch die 
Halbleitervorrichtung erreicht, bei der die Vielzahl der vor- 
springenden Elektroden ein Lotmaterial aufweisen und bei 
der der Einzelschicht-Metallfilrn ein Material aufweist, wel- 
ches aus einer Gruppe ausgewahlt ist, die besteht aus Nickel 
(Ni), Legierungen auf Nickelbasis, Chrom (Cr), Legierun- 
gen auf Chrombasis, Eisen (Fe) und Legierungen auf Eisen- 
basis. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch die 
Halbleitervorrichtung erzielt, bei der die Vielzahl der vor- 
springenden Elektroden ein Lotmaterial aufweisen und bei 
der der vielschichtige Metallfilm wenigstens ein Material 
aufweist, welches aus einer Gruppe ausgewahlt ist, die be- 
steht aus Nickel (Ni), Legierungen auf Nickelbasis, Chrom 
(Cr), Legierungen auf Chrombasis, Eisen (Fe) und Legie- 
rungen auf Eisenbasis. 

GemaB der oben erlauterten Halbleitervorrichtung kon- 
nen, da der Einzelschicht- oder Vielschicht-MetaHfilm aus 
einem Material(ien) hergestellt ist bzw. sind, welches bzw. 
welche eine hohere Harte besitzen als das betreffende Mate- 
rial der Vielzahl der vorspringenden Elektroden, die vor- 
springenden Elektroden in sicherer Weise geschiitzt werden. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch die 
Halbleitervorrichtung erreicht, bei der der Einzelschicht- 
Metallfilm eine hohere Befeuchtbarkeit besitzt als die Viel- 
zahl der vorspringenden Elektroden. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch die 
Halbleitervorrichtung erreicht, bei der der Vielschicht-Me- 
taHfilm eine hohere Befeuchtbarkeit hat als die Vielzahl der 
vorspringenden Elektroden. 

GemaB der oben beschriebenen Halbleitervorrichtung 
kann, da der Einzelschicht- oder X^elfachschicht-Metallfilm 
aus einem Material(ien) hergestellt ist bzw. sind, welches 
bzw. welche eine hohere Befeuchtbarkeit verglichen mit 
derjenigen der Vielzahl der vorspringenden Elektroden be- 
sitzt bzw. besitzen, die Bindungseigenschaft des Metallfilms 
relativ zu den vorspringenden Elektroden verbessert wer- 
den. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch eine 
Halbleitervorrichtung erreicht, bei der die Vielzahl der vor- 
springenden Elektroden ein Lotmaterial aufweisen und bei 
der der Einzelschicht-Metallfilm ein Material aufweist, wel- 
ches aus einer Gruppe ausgewahlt ist, die besteht aus Zinn 
(Sn), Legierungen auf Zinnbasis, Gold (Au), Legierungen 
auf Goldbasis, Silber (Ag), Legierungen auf Silberbasis, 
Palladium (Pd) und Legierungen auf Palladiumbasis. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch eine 
Halbleitervorrichtung erzielt, bei der die Vielzahl der vor- 
springenden Elektroden ein Lotmaterial aufweisen und bei 
der der Vielschicht-MetaHfilm aus wenigstens einem Mate- 
rial besteht, welches aus einer Gruppe ausgewahlt ist, die 
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besteht aus Zinn (Sn), Legierungen auf Zinnbasis, Gold 
(Au), Legierungen auf Goldbasis, Silber (Ag), Legierungen 
auf Silberbasis, Palladium (Pd) und Legierungen auf Palla- 
diumbasis. 

GemaB der oben beschriebenen Halbleitervorrichtung 
kann, da der Einzelschicht- oder Vielfachschicht-Metallfilrn 
aus einem Material(ien) mit hoherer Befeuchtbarkeit herge- 
stellt ist, verglichen mil derjenigen der Vielzahl der vor- 
springenden Elektroden, die Bindungseigenschaft des Me- 
tallfilms relativ zv den vorspringenden Elektroden verbes- 
sert werden. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch eine 
Halbleitervorrichtung erreicht, bei der wenigstens eine au- 
Berste Schicht und eine innerste Schicht des vielschichtigen 
Metallfilms aus einem Material (ien) bestehen, welches bzw. 
welche eine hohere Befeuchtbarkeit als die Vielzahl der vor- 
springenden Elektroden besitzt bzw. besitzen und wobei die 
mittlere Schicht(en) des vielschichtigen Metallfilms aus ei- 
nem Material(ien) besteht bzw. bestehen, welches bzw. wel- 
che eine hohere Harte als die Vielzahl der vorspringenden 
Elektroden besitzt bzw. besitzen. 

GemaB der oben beschriebenen Halbleitervorrichtung ist 
es moglich, die vorspringenden Elektroden zu schiitzen und 
die Bindungseigenschaft des vielschichtigen Metallfilms in 
bezug auf die vorspringenden Elektroden und die Befesti- 
gungsplatinen usw. zu verbessern. 

Die oben beschriebenen Ziele werden auch durch eine 
Halbleitervorrichtung erreicht, bei der die Schaltungsplatine 
aus einer Piatine besteht, die ausgewahlt ist aus einer 
Gruppe, die besteht aus-einer Einzelschicht-Keramikpla- 
tine, einer Viel schicht- Keramikplatine, einer Glas-Epoxy- 
Piatine und einer Polyimid-Platine. 

GemaB der oben beschriebenen Halbleitervorrichtung 
kann irgendeine der oben erwahnten Platinen als die Schal- 
tungsplatine gemaB der vorliegenden Erfindung verwendet 
werden. 

Andere Ziele und weitere Merkmale der vorliegenden Er- 
findung ergeben sich aus der folgenden detaillierten Be- 
schreibung in Verbindung mit den beigefiigten Zeichnun- 
gen. 

KURZBES CHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN 



lungsprozesses des abdichtenden Harzes bei der ersten Aus- 
fuhrungsform gernaB der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 6 zeigt ein Diagramm zur Erlauterung eines Entfer- 
nungsprozesses der Positionierungsplatine bei der ersten 
5 Ausfuhrungsform gemaB der vorliegenden Erfindung; 

Fig* 7 ist ein Diagramm, welches eine Halbleitervorrich- 
tung zeigt, die durch ein Verfahren zur Herstellung einer 
Halbleitervorrichtung gemaB der ersten Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung hergestellt wurde; 
10 Fig, 8A zeigt ein Diagramm zur Erlauterung eines Full- 
prozesses bei einer zweiten Ausfuhrungsform gemaU der 
vorliegenden Erfindung; 

Fig. 8B ist ein Diagramm zur Erlauterung des Fullprozes- 
ses bei einer zweiten Ausfuhrungsform gemaB der vorlie- 
15 genden Erfindung; 

Fig. 9 ist ein Diagramm zur Erlauterung des Abdichtharz- 
Ausbildungsprozesses bei der zweiten Ausfuhrungsform ge- 
maB der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 10 zeigt ein Diagramm, welches eine Halbleitervor- 
20 richtung wiedergibt, die durch ein Verfahren zur Herstellung 
einer Halbleitervorrichtung gemaB der zweiten Ausfuh- 
rungsform der vorliegenden Erfindung hergestellt worden 
ist; 

Fig. 11 ist ein Diagramm zur Erlauterung eines Ausbil- 
25 dungsprozesses fur eine Positionierungsplatine bei einer 
dritten Ausfuhrungsform gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung; 

Fig. 12A zeigt ein Diagramm, welches eine Querschnitts- 
ansicht eines Lotmaterialbumps in einem vergrdBerten MaB- 
30 stab wiedergibt, der gemaB der dritten Ausfuhrungsform der 
vorliegenden Erfindung ausgebildet ist; 

Fig. 12B zeigt ein Diagramm, welches eine Querschnitts- 
ansicht eines Lotmaterialbumps in einem vergroBerten MaJ3- 
stab veranschaulicht, der gemaB der dritten Ausflihrungs- 
35 form der vorliegenden Erfindung ausgebildet ist; und 

Fig. 12C ist ein Diagramm, welches eine Querschnittsan- 
sicht eines Lotmaterialbumps in einem vergroBerten Mafi- 
stab zeigt, der gemaB der dritten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung ausgebildet ist. 

40 

BES CHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSF0H- 
RUNGSFORMEN 



Fig. 1 ist ein Diagramm zur Erlauterung eines Herstel- 
lungsprozesses einer Positionierungsplatine bei einer ersten 
Ausfuhrungsform gemaB der vorliegenden Erfindung; 

Fig, 2A ist ein Diagramm zur Erlauterung eines Fullpro- 
zesses bei der ersten Ausfuhrungsform gemaB der vorlie- 
genden Erfindung; 

Fig. 2B ist ein Diagramm zur Erlauterung des Fullprozes- 
ses bei der ersten Ausfuhrungsform gemaB der vorliegenden 
Erfindung; 

Fig. 3A ist ein Diagramm zur Erlauterung eines Bin- 
dungsprozesses bei der ersten Ausfuhrungsform gemaB der 
vorliegenden Erfindung; 

Fig. 3B ist ein Diagramm zur Erlauterung des Bindungs- 
prozesses bei der ersten Ausfuhrungsform gemaB der vorlie- 
genden Erfindung; 

Fig. 4 ist ein Diagramm zur Erlauterung eines Element- 
Montageprozesses in der ersten AusJftihrungsform gemaB 
der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 5A ist ein Diagramm zur Erlauterung eines Herstel- 
lungsprozesses fur ein abdichtendes Harz bei der ersten 
Ausfuhrungsform nach der vorliegenden Erfindung; 

Fig, 5B zeigt ein Diagramm zur Erlauterung des Herstel- 
lungsprozesses das abdichtenden Harzes bei der ersten Aus- 
fuhrungsform gemaB der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 5C ist ein Diagramm zur Erlauterung des Herstel- 



Es folgt eine Beschreibung der Ausfuhrungsformen einer 

45 Halbleitervorrichtung und eines Verfahrens zur Herstellung 
der Halbleitervorrichtung gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung unter Hinweis auf die beigefiigten Zeichnungen. 

Die Fig. 1 bis 6 sind Diagramme zur Erlauterung eines 
Verfahrens zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung ge- 

50 mafi einer ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung. Fig. 7 ist ein Diagramm, welches eine Halbleitervor- 
richtung 1 zeigt, die unter Verwendung des oben erlauterten 
Verfahrens gemaB der ersten Ausfuhrungsform der vorlie- 
genden Erfindung hergestellt wurde. Danach soli das Ver- 

55 fahren zur Herstellung der Halbleitervorrichtung 1 unter 
Verwendung der Fig. 1 bis 6 erlautert werden. 

Fig. 1 ist ein Diagramm zur Erlauterung eines Ausbil- 
dungsprozesses fur eine Positionierungsplatine gemaB dem 
Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung der 

60 vorliegenden Erfindung. Bei dem ProzeB zur Ausbildung 
der Positionierungsplatine werden konkave Abschnitte 3 
und Positionierungsoffnungen oder -bohrungen 4 (das heiBt 
erste Positionierungsabschnitte) in einem flachen Plattenteil 
aus Kupfer (Cu) ausgebildet. Die konkaven Abschnitte 3 

65 werden genau ausgebildet, so daB sie der vorbestimmten Po- 
sition von Lotmaterialbumps 2 entsprechen (das heiBt vor- 
springenden Elektroden). Die Positionierungsoffnungen 4 
werden dazu verwendet, um die Position von abdichtendem 
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Harz 5 in bezug auf die lotrnaterialburnps 2 bei einem Ab- 
dichtharz-AusbildungsprozeB (der an spaterer Stelle be- 
schrieben werden soli) zu bestimmen. 

Es soli hier der AusbildungsprozeB fur die Positionie- 
rungsplatinen in Einzelheiten erlautert werden. Der ProzeB 
kann in vier Schritte aufgeteilt werden - einen Resistmate- 
rial-Auftragungsschritt, einem Maskenausbildungsschritt, 
einem Atzschritt und einem Maskenbeseitigungsschritt. Bei 
dem Resistmaterial-Auftragungsschritt wird Photoresistma- 
terial auf beide Seiten des oben erwahnten flachen Platten- 
teiles aufgebracht, welches eine Positionierungsplatine 6 
wird. 

Bei dem Maskenausbildungsschritt wird eine Maske 7 
ausgebildet, und zwar durch Ausbilden von OfFnungen 7a in 
der Photoresistschicht unter Verwendung einer Dunnfilm- 
Ausbildungstechnik, wie beispielsweise Lithographietech- 
nik, wobei diese Offnungen an Positionen ausgebildet wer- 
den, die den oben beschriebenen vorbestimmten Positionen 
der Lotrnaterialburnps 2 und den Positionierungsoffnungen 
4 entsprechen. 

Bei dem Atzschritt wird eine Atzoperation unter Verwen- 
dung der Maske 7 durchgefuhrt, so daB die konkaven Ab- 
schnitte 3 und die Positionierungsoffnungen 4 in dem Aa- 
chen Plattenteil ausgebildet werden (Fig. 1 zeigt diesen Atz- 
schritt). Dann wird bei dem Masken-Beseitigungsschritt die 
Maske 7 entfemt und es wird die Positionierungsplatine 6 
ausgebildet. 

Da, wie oben erwahnt wurde, die konkaven Abschnitte 3 
und die Positionierungsoffnungen oder -bohrungen 4 unter 
Anwendung der Du^nfilm- Ausbildungstechnik ausgebildet 
werden, wie beispielsweise dem Resistmaterial-Auftra- 
gungsschritt, dem Maskenausbildungsschritt, dem Atz- 
schritt und dem Maskenbeseitigungsschritt bei dem Herstel- 
lungsprozeB fur die Positionierungsplatine gemaB der vor- 
liegenden Erfindung, wird es moglich, die Ausbildungsge- 
nauigkeit der konkaven Abschnitte 3 und der Positionie- 
rungsoffnungen 4 zu verbessern. Da auch die konkaven Ab- 
schnitte 3 und die Positionierungsoffnungen 4 gleichzeitig 
in der Positionierungsplatine 6 unter Verwendung der giei- 
chen Maske 7 ausgebildet werden, wird die Positionierungs- 
genauigkeit der konkaven Abschnitte 3 und der Positionie- 
rungsoffnungen 4 in bezug zueinander significant erhoht, 

Nach dem oben erlauterten AusbildungsprozeB fur die 
Positionierungsplatine wird ein FullprozeB ausgefuhrt, wie 
in den Fig. 2A und 2B gezeigt ist. Bei dem FullprozeB wird 
ein Elektrodenmateriai (Lotpaste 9 bei dieser Ausfuhrungs- 
form) fur die Lotrnaterialburnps 2 in die konkaven Ab- 
schnitte 3, die in der Positionierungsplatine ausgebildet 
sind, eingefullt. Bei diesem FiailprozeB dieser Ausfuhrungs- 
form wird die Lotpaste 9 in die konkaven Abschnitte 3 unter 
Verwendung eines Wischgummis 8 (squeegee) gefullt, wie 
dies in Fig. 2A gezeigt ist. 

Wenn die Lotpaste 9 als ein Elektrodenmateriai in der 
oben beschriebenen Weise verwendet wird und wenn die Pa- 
ste 9 in die konkaven Abschnitte 3 gefullt wird, die in der 
Positionierungsplatine 6 ausgebildet sind, und zwar unter 
Verwendung des Wischgummis 8, wird es moglich, die Lot- 
paste 9 in die konkaven Abschnitte 3 in der gleichen Weise 
einzufullen, wie bei einer sogenannten Dickfilm-Drucktech- 
nik. Somit kann die Ldtpaste 9 in die konkaven Abschnitte 3 
in einfacher und sicherer Weise gefullt werden. Es sei darauf 
hingewiesen, daB der Zustand, in welchem die Lotpaste 9 in 
alle die konkaven Abschnitte 3 gefullt wird, in Fig. 2B ge- 
zeigt ist. 

Nach der Vervollstandigung des zuvor erlauterten Einfull- 
prozesses wird ein BindungsprozeB ausgefuhrt. Dies ist in 
den Fig. 3 A und 3B gezeigt. Bei dem BindungsprozeB wird 
eine Schaltungsplatine 10, auf der ein Halbleiterelement 15 



zu montieren ist, iiber die Lotpaste 9 an die Positionierungs- 
platine 6 gebunden, welche Paste erhitzt und geschmolzen 
wird. Auf diese Weise wird eine zusammengesetzte Platine 
14 ausgebildet, bei der die Schaltungsplatine 10 und die Po- 
5 sitionierungsplatine 6 verbunden sind. 

Wenn die zusammengesetzte Platine 14 ausgebildet ist, 
wird jegliche Lotrnaterialpaste 9 in den jeweiiigen konkaven 
Abschnitten 3 mit einer jeweiiigen bumpseitigen Elektrode 
13 verbunden, die auf der Rilckseite der Schaltungsplatine 

to 10 ausgebildet ist, um dadurch einen Lotmaterialbump 2 
herzustellen. Jeder der Lotrnaterialburnps 2 ist so positio- 
niert, daB er einem jeweiiigen der konkaven Abschnitte 3, 
die in der Positionierungsplatine 6 ausgebildet sind, ent- 
spricht und wobei dessen Gestalt halbkugelformig ist ent- 

15 sprechend der Gestalt der konkaven Abschnitte 3. 

Da die Position von jeder der Lotpasten 9 durch die Posi- 
tionierungsplatine 6 bestimmt ist und diese direkt auf die 
Schaltungsplatine 10 ubertragen wird, ist es moglich, die 
Lotrnaterialburnps 2 an einer jeweiiigen vorbestimmten Po- 

20 sition ungeachtet der Genauigkeit der Schaltungsplatine 10 
auszubilden. 

Jede der Lotmaterialpasten 9 wird wahrend einer Hitzebe- 
handlung bei dem VerbindungsprozeB geschmolzen und die 
Position der Schaltungsplatine 10 in bezug auf die Positio- 

25 nierungsplatine 6 wird automatisch festgelegt, und zwar 
aufgrund eines Selbstausrichteffektes, der erzeugt wird, 
wenn die Lotpaste 9 geschmolzen wird. Wie in Fig. 3A ge- 
zeigt ist, ist eine merkliche Genauigkeit erforderlich, wenn 
die Position der Schaltungsplatine 10 auf der Positionie- 

30 rungsplatine 6 festgelegt ist. Bei dieser Ausfuhrungsform 
wird der Positionierungsvorgang der Schaltungsplatine 10 
auf der Positionierungsplatine 6 unter Verwendung einer 
Bilderkennungstechnik ausgefuhrt. 

Nachdem die zusammengesetzte Platine 14 bei dem Bin- 

35 dungsprozeB hergestellt worden ist, wird ein Element-Mon- 
tageprozeB durchgefuhrt. Fig, 4 zeigt ein Diagramm zur Er- 
lauterung des Element-Montageprozesses. 

Wenn ein Halbleiterelement 15 auf der Schaltungsplatine 
10 montiert wird, wird das Halbleiterelement 15 an einem 

40 Element-Befestigungsabschnitt 12 befestigt, der auf der 
Schaltungsplatine 10 ausgebildet ist, und zwar unter Ver- 
wendung einer KlebstofF-Zusammensetzung 17 und es wird 
dann das Halbleiterelement 15 elektrisch an die Pads bzw. 
Lotaugen 11 angeschlossen, die ebenfalls auf der Schal- 

45 rungsplatine 10 ausgebildet sind. Obwohl bei dieser Ausfuh- 
rungsform das DrahtanschluBverfahren verwendet wird, ge- 
maB welchem das Halbleiterelement 15 elektrisch durch 
Drahte an der Schaltungsplatine 10 angeschlossen wird, ist 
es auch moglich, das Fhp-Chip-Kontaktierungsverfahren zu 

50 verwenden. 

Nach dem Element-MontageprozeB wird ein Abdicht- 
harz- AusbildungsprozeB eingeieitet. Die Fig* 5A bis 5C zei- 
gen Diagramme zur Erlauterung des Abdichtharz-Ausbil- 
dungsprozesses. 

55 Bei dem Abdichtharz-AusbildungsprozeB wird ein ab- 
dichtendes Harz 5, welches dazu verwendet wird, um das 
Halbleiterelement 15 und die Drahte 16 zu bedecken, unter 
Verwendung einer GieBform 18 ausgebildet. Die GieBform 
18 besteht aus einem oberen Teil 19 und einem unteren Teil 

60 20. Ein Hohlraum 21 zum Ausbilden des abdichtenden Har- 
zes 5 und konkave Abschnitte 23 flir Positionierungszwecke 
zum Bestimmen der Position des oberen Abschnitts 19 in 
bezug auf den unteren Abschnitt 20 sind mit dem oberen 
Abschnitt 19 ausgebildet. Andererseits sind Positionie- 

65 rungsstifte 22, welche die Position der Positionierungspla- 
tine 6 in bezug auf den Hohlraum 21 festlegen, an dem unte- 
ren Abschnitt 20 der GieBform 18 ausgebildet. Die Positio- 
nierungsstifte 22 und die konkaven Abschnitte 23 fur Posi- 
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tionierungszwecke bilden eine erste Positionierungseinrich- 
tung gemaB der vorliegenden Erfindung. 

Wenn die zusammengesetzte Platine 14 an der GieBform 
18 befestigt wird, wird jeder der Positionierungsstifte 22 des 
unteren Abschnitts 20 in, ein entsprechendes Positionie- 
rungsloch 4 eingefuhrt, welches in der Position ierungspla- 
tine 6 ausgebildet ist. In diesem Zustand greifen die Positio- 
nierungsstifte 22 und die Positionierungsoffnungen 4 inein- 
ander und es wird die Position der Positionierungsplatine 6 
der zusammengesetzten Platine 14 in bezug auf den unteren 
Abschnitt 20 der GieBform 18 festgelegt. 

Dann wird der obere Abschnitt 19 an dem unteren Ab- 
schnitt 20 befestigt, indera die jeweiligen Positionierungs- 
stifte 22 in Eingrifr mit den Positionierungs-Konkavab- 
schnitten 23 gebracht werden. Auf diese Weise wird die Po- 
sition des oberen Abschnitts 29 in bezug auf den unteren 
Abschnitt 20 festgelegt und damit die Positionierungsplatine 
6 der zusammengesetzten Platine 14. 

Das heiBt, wenn die zusammengesetzte Platine 14 an der 
GieBform 18 befestigt wird, kann die Position der Positio- 
nierungsplatine 6 mit sehr hoher Genauigkeit in bezug auf 
den oberen Abschnitt 19 und den unteren Abschnitt 20 da- 
durch bestimmt werden, indem ein Angriffbzw. Eingriff der 
Positionierungsoffnungen 4, der Positionierungsstifte 22 
und derPositionierungs-Konkavabschnitte23 erfolgt. Es sei 
darauf hingewiesen, daB in Verbindung mit der Schaltungs- 
platine 10 keine Funktion vorgesehen ist, urn die Position 
der zusammengesetzten Platine 14 in bezug auf die GuB- 
form 18 zu bestimmen. 

Auch wenn die Positionierungsoffnungen 4, die Positio- 
nierungsstifte 22 und die Position ierungs-Konkavabschnitte 
23 in der oben geschilderten Weise in Eingriff stehen, kann 
die Position des Hohlraums 21 mit hoher Genauigkeit in be- 
zug auf die Positionierungsplatine 6 bestimmt werden. An- 
dererseits werden nach dem oben erlauterten Herstellungs- 
prozeB fur die Positionierungsplatine und den Verbindungs- 
prozeB die Lotbumps 2 auf der Schaltungsplatine 10 in ei- 
nem Zustand ausgebildet, bei welchem deren Positionen 
durch die Positionierungsplatine 6 bestimmt sind. 

Wenn somit die zusammengesetzte Platine 14 an der 
GieBform 18 befestigt wird, kann die Position der Lotbumps 
2 in bezug auf den Hohlraum 21 ebenso mit hoher Genauig- 
keit bestimmt werden bzw. festgelegt werden. Das heiBt, die 
Positionen der Lotbumps 2 relativ zu dem Hohlraum 21 
konnen ungeachtet der Schaltungsplatine 10 genau festge- 
legt werden. 

Wenn daruber hinaus die zusammengesetzte Platine 14 in 
der GieBform 18 befestigt wird, ist die Schaltungsplatine 10 
vollstandig in dem Hohlraum 21 aufgenommen. Somit kon- 
taktiert eine Kontaktflache 18a des oberen Abschnitts 19 le- 
diglich die Positionierungsplatine 6 der zusammengesetzten 
Platine 14. Wie oben erlautert wurde, wird ein Harz in den 
Hohlraum 21 eingefullt, urn das abdichtende Harz 5 auszu- 
bilden, nachdem die zusammengesetzte Platine 14 in der 
GieBform 18 befestigt worden ist. Dies ist in Fig. 5B ge- 
zeigt. Nach der Ausbildung des abdichtenden Harzes 5 wird 
die GieBform 18 von der zusammengesetzten Platine 14 ent- 
fernt und es ist dann die zusammengesetzte Platine 14 mit 
dem abdichtenden Harz 5, wie in Fig* 5C gezeigt ist, herge- 
stellt. 

Was die Positionsbeziehung zwischen dem abdichtenden 
Harz 5 und den Lotmaterialbumps 2 betrifft, so ist die Posi- 
tion des abdichtenden Harzes 5, welches durch den Hohl- 
raum 21 gebildet ist, ebenfalls genau bestimmbar, und zwar 
in bezug auf die Lotmaterialbumps 2, da die Position von je- 
dem der Lotmateriaibumps 2 exakt in bezug auf den Hohl- 
raum 21 festgelegt ist, wenn die zusammengesetzte Platine 
14 an der GieBform bzw. in der GieBform 18 befestigt ist. 



Es wird somit moglich, die Position der Lotmaterial- 
bumps 2 basierend auf der Position der Seitenfiachen 24 (im 
folgenden als Standardflache 24 bezeichnet) des abdichten- 
den Harzes 5 zu bestimmen, dessen Position durch eine in- 
5 nere Seitenflache 21a des Hohlraums 21 definiert bzw. fest- 
gelegt sein kann. Daher kann die Position der Lotmaterial- 
bumps 2 unter Verwendung der Standardflache 24 detektiert 
werden, wenn die Halbleitervorrichtung 1 an einer Monta- 
geplatine oder einem IC-Sockel montiert wird, und somit 
to kann die Position der Halbleitervorrichtung 1 mit hoher Ge- 
nauigkeit festgelegt werden. 

Da auch die Schaltungsplatine 10 vollstandig in dem 
Hohlraum 21 aufgenommen ist und die Fulloperation des 
Harzes in einem Zustand ausgefuhrt wird, bei dem die Kon- 
15 taktierungsflache 19a des oberen Abschnitts 19 in Kontakt 
mit der Positionierungsplatine 6 stent, wie oben erlautert 
wurde, bedeckt das abdichtende Harz 5 wenigstens die ge- 
samten Oberflache der Schaltungsplatine 10. 

Das heiBt, die Schaltungsplatine 10, deren Position 
20 schwierig festzulegen ist, ist vollstandig in das abdichtende 
Harz 5 eingebettet, dessen Position mit hoher Genauigkeit in 
der oben geschilderten Weise bestimmt werden kann. Somit 
kann die Positionsbestimmungsoperation fur die Halbleiter- 
vorrichtung 1 in einfacher Weise unter Verwendung der 
25 Standardflache 24 durchgefuhrt werden. 

Nach dem oben erlauterten Abdichtharz-Ausbildungspro- 
zeB wird ein EntfernungsprozeB hinsichtlich der Positionie- 
rungsplatine eingeieitet, bei dem Positionierungsplatine 6 
entfernt wird. Bei dem EntfernungsprozeB der Positionie- 
30 rungsplatine wird die Positionierungsplatine 6 selektiv 
durch einen AtzprozeB entfernt, wie in Fig. 6 gezeigt ist. 
Wie in dieser Figur dargestellt ist, wird es moglich, die Po- 
sitionierungsplatine 6 ohne Beeinflussung von anderen 
Komponenten der Halbleitervorrichtung 1 dadurch zu ent- 
35 fernen, indem selektiv die Positionierungsplatine 6 unter 
Verwendung des Atzprozesses entfernt wird. 

Es sei darauf hingewiesen, daB das Verfahren zum Entfer- 
nen der Positionierungsplatine 6 nicht auf den AtzprozeB 
beschrankt ist und daB die Positionierungsplatine 6 auch von 
40 der Schaltungsplatine 10 dadurch abgeschalt werden kann, 
indem die Platine 6 bei Normaltemperatur abgezogen wird. 
Auf diese Weise kann die Positionierungsplatine 6 recycelt 
werden und die Kosten fur die Herstellung der Halbleiter- 
vorrichtung 1 konnen vermindert werden. Zusatzlich ist es, 
45 wenn das oben erlauterte Verfahren verwendet wird, zu be- 
vorzugen, ein Trennungsbeschleunigungsagens auf zutra- 
gen, welches die Trennung der Positionierungsplatine 6 von 
den Lotmateriaibumps 2 in den Konkavabschnitten 3 ver- 
einfacht. Diese Prozedur kann zwischen dem Ausbildungs- 
50 prozeB fur die Positionierungsplatine, der in Fig. 1 gezeigt 
ist, und dem FiillprozeB, der in Fig. 2 gezeigt ist, ausgefuhrt 
werden. 

Nach der Ausfuhrung der oben erlauterten Prozesse ist 
die Halbleitervorrichtung 1, die in Fig. 7 gezeigt ist, herge- 

55 stellt. Da die Position der Lotmaterialbumps 2 unter Ver- 
wendung der Seitenfiachen (Standardflache) 24 des abdich- 
tenden Harzes 5 festgelegt werden kann, kann die Position 
der Halbleitervorrichtung 1 mit hoher Genauigkeit bestimmt 
bzw. festgelegt werden. 

60 Wenn bei einer herkommlichen Halbleitervorrichtung 
beispielsweise ein Keramikmaterial fur die Schaltungspla- 
tine verwendet wird, uberschreitet die Differenz in der 
GroBe (Toleranz) zwischen der Keramikplatine und den 
bumpseitigen Elektroden den Wert von 300 um und die Pla- 

65 tinentoleranz uberschreitet 400 um, Es wird somit, wenn die 
Position der Lotmaterialbumps 2 basierend auf der Schal- 
tungsplatine festgelegt wird, einer groBer Bemessungsfehler 
verursacht und es wird damit die Positionsgenauigkeit ver- 
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mindert. 

Bei der Halbleitervorrichtung 1, die in der oben geschil- 
derten Weise gemaB der voriiegenden Erfindung hergestellt 
wurde, betragt andererseits die Positionsverschiebung zwi- 
schen jedem der konkaven Abschnitte 3 und dem jeweiligen 5 
Positionierungsloch 4 ein Maximum von 20 um und die Po- 
sitionierungsverschiebung zwischen der Positionierungsoff- 
nung 4 und der GieBform 18 betragt ein Maximum von 
60 um. Dariiber hinaus kann der Abrnessungsfehler der 
GieBform 18 auf weniger als 50 jam reduziert werden. Fer- to 
ner wird die Positionsgenauigkeit, die in Einklang mit der 
voriiegenden Erfindung erhalten wird, nicht durch die Mate- 
rialien beeinfluBt, die fur die Schaltungsplatine 10 verwen- 
det werden. Aus diesem Grund konnen gemaB der voriie- 
genden Erfindung verschiedene Arten von Materialien, wie 15 
beispielsweise Keramik, Glas, Epoxy und Poiyimid, fiir die 
Schaltungsplatine 10 verwendet werden. 

Als nachstes soil ein Verfahren zur Herstellung einer 
Halbleitervorrichtung gemaB einer zweiten Ausfuhrungs- 
form der voriiegenden Erfindung unter Hinweis auf die Fig, 20 
8 bis 10 erlautert werden. Die Fig. 8A und 8B sind Dia- 
gramme zur Erlauterung eines Fiillprozesses, der bei der 
zweiten Ausfuhrungsform des Verfahrens zur Herstellung 
der Halbleitervorrichtung verwendet wird. Fig. 9 zeigt ein 
Diagramm zur Erlauterung eines Herstellungsprozesses fiir 25 
ein abdichtendes Harz und Fig. 10 ist ein Diagramm zur 
Darstellung einer Halbleitervorrichtung 1A, die mit Hilfe 
des Verfahrens nach der zweiten Ausfuhrungsform der vor- 
iiegenden Erfindung hergestellt worden ist. Es sei darauf 
hingewiesen, daB die Prozesse der zweiten Ausfuhrungs- 30 
form, welche im wesentlichen die gleichen sind wie diejeni- 
gen der ersten Ausfuhrungsform, in den Zeichnungen nicht 
dargestellt sind und eine Erlauterung derselben weggelassen 
ist. Auch sind Elemente, welche die gleichen sind wie dieje- 
nigen bei der ersten Ausfuhrungsform, mit den gleichen Be- 35 
zugszeichen bezeichnet. 

In den Fig. 8A und 8B ist der FiillprozeB gemaB der zwei- 
ten Ausfuhrungsform der voriiegenden Erfindung gezeigt. 
Der FiillprozeB ist gekennzeichnet durch das Vorhandensein 
einer Maske 30 (ein Abstandshalterteil) mit einer Vielzahl 40 
von Offnungen 30a, von denen jede an einer Position gele- 
gen ist entsprechend der Position eines entsprechenden kon- 
kaven Abschnitts 3. Die Maske 30 wird ausgebildet, bevor 
die Lotmaterialpaste 9 in die konkaven Abschnitte 3 gefullt 
wird, welche in der Positionierungsplatine 6 ausgebildet 45 
sind, wobei ein Wischgummi 8 verwendet wird. Somit wird 
die Lotmaterialpaste 9 in die konkaven Abschnitte 3 fiber 
die Maske 30 eingefullt. 

Da, wie oben erlautert wurde, die Lotmaterialpaste 9 in 
den Raum gefullt wird, der durch die jeweiligen konkaven 50 
Abschnitte 3 gebildet ist und durch die Maske 30, kann ein 
groBes Volumen der Lotmaterialpaste 9, verglichen mit dem 
Volumen der Lotmaterialpaste bei der ersten Ausfuhrungs- 
form, in die Positionierungsplatine 6 gefullt werden. 

Die Lotmaterialpaste besteht beispielsweise aus einem or- 55 
ganischen FluBmittel, in welchem Lotmaterialteilchen vor- 
handen sind. Wenn die Lotmaterialpaste 9 bei dem Verbin- 
dungsprozeB erhitzt wird, wird das FluBmittel verdampft 
und das Volumen der Lotmaterialpaste 9 wird vermindert. 
Somit besteht bei dem Verfahren, welches bei der ersten 60 
Ausfuhrungsform realisiert wird, eine Gefahr dahingehend, 
daB ein Raum oder ein Leerraum in dem konkaven Ab- 
schnitt 3 nach dem VerbindungsprozeB erzeugt wird, 

Bei der zweiten Ausfuhrungsform der voriiegenden Erfin- 
dung wird jedoch Lotmaterialpaste 9 in den konkaven Ab- 65 
schnitt 3 uber die Maske 30 eingefullt, um dadurch wesent- 
lich das Volumen der Lotmaterialpaste, die in den konkaven 
Abschnitt 3 gefullt wird, zu erhohen. Es wird somit moglich, 
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mit Sicherheit die Herstellung der Lotmaterialbumps 2A zu 
bewerkstelligen, von denen jeder eine Gestalt besitzt, die 
der Gestalt des konkaven Abschnitts 3 entspricht. 

Es wird auch moglich, die Fiillmenge der Lotmaterialpa- 
ste 9 in den konkaven Abschnitt 3 zu steuern, indem die 
Dicke der Maske 30 eingestellt wird. Es kann daher die 
Hone der Lotmaterialbumps 2A mit Hilfe der Dicke der 
Maske 30 eingestellt werden. 

Fig. 9 zeigt den HerstellungsprozeB fur das abdichtende 
Harz, bei dem die Hohe der Lotmaterialbumps 2A so einge- 
stellt ist, daB sie groBer ist als diejenige der Lotmaterial- 
bumps 2 bei der ersten Ausfuhrungsform. Da die Hohe der 
Lotmaterialbumps 2 A hoher eingestellt ist, werden Leer- 
raume zwischen der Positionierungsplatine 6 und der Schal- 
tungsplatine 10 ausgebildet, wenn die zusammengesetzte 
Platine 14 hergestellt wird. Somit wird das abdichtende 
Harz 5 an der Ruckseite der Schaltungsplatine 10 vorgese- 
hen, wie in Fig. 9 gezeigt ist, wenn die zusammengesetzte 
Platine 14, welche die oben erlauterte Struktur besitzt, in der 
GieBform 18 befestigt wird und das Harz eingefullt wird. 

Fig. 10 zeigt ein Diagramm, welches eine Halbleitervor- 
richtung 1A wiedergibt, die uber den Abdichtharz-Herstel- 
lungsprozeB erzeugt worden ist, welcher in Fig. 9 gezeigt 
ist. Die Halbleitervorrichtung 1A, die in Fig. 10 gezeigt ist, 
besitzt eine Struktur, bei der das abdichtende Harz 5 auch an 
der Ruckseite der Schaltungsplatine 10 ausgebildet ist, aus- 
genommen den Abschnitten, die den Positionen der Lotma- 
terialbumps 2A entsprechen. Somit ist die gesamte Schal- 
tungsplatine 10 im wesentlichen durch das abdichtende 
Harz geschiitzt und es ist damit, wenn die Schaltungsplatine 
10 aus einem organischen Material mit einer hydrophilen 
Eigenschaft hergestellt ist, moglich, das Eindringen von 
Wasser (Feuchtigkeit) in die Halbleitervorrichtung 1A zu 
verhindern. Auf diese Weise wird die Zuverlassigkeit der 
Halbleitervorrichtung 1A verbessert. 

Als nachstes wird ein Verfahren zur Herstellung einer 
Halbleitervorrichtung gemaB einer dritten Ausfuhrungsform 
der voriiegenden Erfindung unter Hinweis auf die Fig. 1 1 
und 12 erlautert. Fig. 11 ist ein Diagramm zur Erlauterung 
eines Herstellungsprozesses einer Positionierungsplatine 
gemaB der dritten Ausfuhrungsform der voriiegenden Erfin- 
dung und die Fig. 12A bis 12C sind Diagramme, die einen 
Querschnitt eines Lotmaterialbumps in einem vergroBerten 
MaBstab, der gemaB der dritten Ausfuhrungsform herge- 
stellt wurde. Es sei erwahnt, daB die Prozesse der dritten 
Ausfuhrungsform, die im wesentlichen die gleichen sind 
wie diejenigen der ersten Ausfuhrungsform, in den Zeich- 
nungen nicht dargestellt sind und daher eine Erlauterung 
derselben weggelassen ist. Auch sind Elemente, welche die 
gleichen sind wie diejenigen bei der ersten Ausfuhrungs- 
form, mit den gleichen Bezugszeichen versehen. 

In Fig. 11 ist ein HerstellungsprozeB zur Herstellung ei- 
nes Metallfilms aus verschiedenen Materialien gezeigt, der 
bei dieser Ausfuhrungsform durchgefiihrt wird. Der Herstel- 
lungsprozeB fiir den Metallfilm aus verschiedenen Materia- 
lien wird nach dem HerstellungsprozeB der Positionierungs- 
platine und vor dem FiillprozeB ausgefuhrt. Bei dem Her- 
stellungsprozeB eines Metallfilms unterschiedlicher Mate- 
rialien wird eine Einzelschicht oder eine Vielfachschicht ei- 
nes Metallfilms aus verschiedenen Materialien 31, der aus 
unterschiedlichen Materialien besteht, und zwar aus Mate- 
rialien, die fiir die Lotmaterialbumps 2 verwendet werden, 
in den konkaven Abschnitten 3 einer Positionierungsplatine 
6A ausgebildet. 

Durch die Herstellung des Metallfilms aus verschiedenen 
Materialien nach dem HerstellungsprozeB fiir die Positionie- 
rungsplatine und vor dem FiillprozeB, kann ein Metallfilm 
aus verschiedenen Materialien 31 auf der Oberflache der 
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Lotmaterialbumps 2 ausgebildet werden, wenn der Entfer- 
nungsprozeB der Positionierungsplatine, bei welchem die 
Positionierungsplatine 6A entfernt wird, vervollstandigt ist. 

Als nachstes wird eine praktische Struktur des Metall- 
films aus verschiedenen Materialien 31 erlautert., Der Me- 5 
tallfilm aus verschiedenen bzw. unterschiedlichen Materia- 
lien 31 besteht aus einem Einzelschicht- oder einem Viel- 
fachschicht-Me tallfilm, der aus verschiedenen Materialien 
hergestellt wird, die fur die Lotmaterialbumps 2 verwendet 
werden . Die Fig. 1 2 A bis 1 2C sind Diagramme, die eine Ab- 10 
wandlung des Metallfilms aus verschiedenen Materialien 31 
zeigen. 

Fig. 12A ist ein Diagramm, welches einen Metallfilm aus 
verschiedenen Materialien 31 vom Einzelschicht-iyp zeigt, 
der auf der Oberflache des Lotmaterialbumps 2 ausgebildet 15 
ist. Beispiele des Materials, welches fUr den Metallfilm aus 
verschiedenen Materialien 31 verwendet wird, umfaBt ein 
solches Material, welches eine groBere Harte als diejenige 
der Lotmaterialbumps 2 aufweist, wie beispielsweise Nickel 
(Ni), Legierungen auf Nickelbasis, Chrom (Or), Legierun- 20 
gen auf Chrombasis, Eisen (Fe) und Legierungen auf Eisen- 
basis. 

Auch Materialien mit einer hoheren Befeuchtbarkeit als 
der Lotmaterialbump 2 (das heiBt Lotmaterial) konnen als 
die verschiedenen Materialien fur den Metallfilm 31 ver- 25 
wendet werden. In einem solchen Fall konnen Zinn (Sn), 
Legierungen auf Zinnbasis, Gold (Au), Legierungen auf 
Goldbasis, Silber (Ag), Legierungen auf Silberbasis, Palla- 
dium (Pd) und Legierungen auf Palladiumbasis usw, fur den 
Metallfilm aus verschiedenen Materialien 31 verwendet 30 
werden. 

Wie oben dargelegt wurde, ist es mdglich, die Verbindung 
zwischen dem Lotmaterialbump 2 und dem Metallfilm aus 
verschiedenen Materialien 31 zu verbessern und auch zwi- 
schen dem Metallfilm aus verschiedenen Materialien 31 und 35 
der Montageplatine, indem man ein Material auswahlt, wel- 
ches eine gute Verbindungseigenschaft mit dem Lotmaterial 
als ein Material fur den Metallfilm 31 auswahlt. Es wird dar- 
iiber hinaus mdglich, in sicherer Weise den L6tmaterial- 
bump 2 unter Verwendung eines Materials zu schutzen, wel- 40 
ches eine groBere Harte hat als diejenige des Lotmaterial- 
bumps 2, und zwar fur den Metallfilm aus den verschiede- 
nen Materialien 31. 

Fig. 12B ist ein Diagramm, welches einen Metallfilm aus 
verschiedenen Materialien 31 in Form einer Vielfachschicht 45 
zeigt, die eine Vielzahl von Metallfilmen 32 und 33 umfaBt. 
Fig. 12C ist ein Diagramm, welches einen Vielfachschicht- 
Metallfilm aus verschiedenen Materialien 31 zeigt, der eine 
Vielzahl von Metallfilmen 34, 35 und 36 umfaBt. In Fig. 
12B besteht der Metallfilm mit den verschiedenen Materia- 50 
lien 31 aus einer auBeren Schicht 32 und einer inneren 
Schicht 33. In Fig. 12C besteht der Metallfilm gemaB den 
verschiedenen Materialien 31 aus einer auBeren Schicht 34, 
einer mittleren Schicht 35 und einer inneren Schicht 36. 

Bei der Metallfilmschicht 31, die in Fig. 12B und 12C ge- 55 
zeigt ist, sind wenigstens die auBeren Schichten 32 und 34 
und die inneren Schichten 33 und 36 aus einem Materi- 
almen) gebildet, welches bzw. welche eine hohere Befeucht- 
barkeit besitzen als diejenige des Lotmaterialbumps 2 (das 
heiBt Lotmaterial). Auch die mittlere Schicht 35 zwischen 60 
der AuBenschicht 34 und der Innenschicht 36 ist aus einem 
Material gebildet, welches eine hohere Harte besitzt als die- 
jenige des Lotmaterialbumps 2. 

GemaB der oben erlauterten Struktur der Metallfilm- 
schicht 31, bei der wenigstens die AuBenschichten 32 und 65 
34 und die Innenschichten 33 und 36 aus einem Materi- 
almen) hergestellt sind, welches bzw. welche eine hohere 
Befeuchtbarkeit besitzen als der Lotmaterialbumps 2 und 
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bei der die mittlere Schicht 35 zwischen der AuBenschicht 
34 und der Innenschicht 36 aus einem Material hergestellt 
ist, welches eine groBere H^rte besitzt als diejenige des Lot- 
materialbumps 2, ist es mdglich, den Schutz des Lotmateri- 
albumps 2 zu verbessern, die Verbindungseigenschaften 
zwischen dem Metallfilm gemaB den verschiedenen Mate- 
rialien 31 und dem Lotmaterialbumps 2 zu verbessern und 
die Bindungseigenschaft zwischen dem Metallfilm gemaB 
den unterschiedlichen Materialien 31 und der Montagepla- 
tine zu verbessern usw, 

Obwohl ein Fall bei der obigen Ausfunrungsform erlau- 
tert wurde, bei dem die Positionierungsoffhungen, die in der 
Positionierungsplatine 6 ausgebildet sind, die ersten Positio- 
nierungsabschnitte sind, so sind die ersten Positionierungs- 
abschnitte nicht auf die Positionierungsoffhungen 4 be- 
schrankt und es kann beispielsweise eine Seite der Positio- 
nierungsplatine 6 als erster Positionierungsabschnitt ver- 
wendet werden. In diesem Fall kann eine Positionierungs- 
seite, die in Eingriff steht mit der oben erwahnten Seite der 
Positionierungsplatine 6 und deren Position bestimmt, in der 
GieBform 18 ausgebildet werden. Die Positionierungsseite 
der oben erlauterten Art wird als ein zweiter Positionie- 
rungsabschnitt definiert. 

Es sei darauf hingewiesen, daB die vorliegende Erfindung 
nicht auf diese Ausfuhrungsformen beschrankt ist und daB 
Abwandlungen und Modifikationen vorgenommen werden 
konnen, ohne dadurch den Rahmen der vorliegenden Erfin- 
dung zu verlassen. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrich- 
tung, die umfaBt: 

a) einen HerstellungsprozeB fur eine Positionie- 
rungsplatine, bei dem konkave Abschnitte (3), 
von denen jeder an einer Position entsprechend ei- 
ner Position einer jeweiligen vorspringenden 
Elektrode (2) einer Halbleitervorrichtung (1, 1A) 
gelegen ist, und erste Positionierungsabschnitte, 
die zum Bestimmen einer Position eines abdich- 
tenden Harzes (5) in bezug auf die vorspringende 
Elektrode verwendet werden, einstiickig auf ei- 
nem flachen Plattenteil ausgebildet sind, um eine 
Positionierungsplatine (6) zu bilden; 

b) einen FullprozeB, bei dem ein Elektrodenmate- 
rial zur Herstellung der vorspringenden Elektrode 
(2) in die konkaven Abschnitte (3), die in der Po- 
sitionierungsplatine (6) ausgebildet sind, einge- 
fullt wird; 

c) einen VerbindungsprozeB, bei dem eine zu- 
sammengesetzte Platine (14) dadurch hergestellt 
wird, indem eine Schaltungsplatine (10) auf der 
Positionierungsplatine (6) montiert wird, um jeg- 
liches Elektrodenmaterial, welches in die konka- 
ven Abschnitte (3) der Schaltungsplatine gefullt 
worden sind, zu binden; 

d) einen ProzeB zur Ausbildung eines abdichten- 
des Harzes, bei dem eine GieBform (18) mit einem 
Hohlraum (21) zur Ausbildung eines abdichten- 
den Harzes (5) und die zweiten Positionierungs- 
abschnitte zum Bestimmen einer Position der Po- 
sitionierungsplatine (6) in bezug auf den Hohl- 
raum an der zusantmengesetzten Platine (14) in 
einem Zustand befestigt wird, bei dem die Posi- 
tion der Positionierungsplatine in bezug auf den 
Hohlraum dadurch bestimmt ist, indem die ersten 
Positionierungsabschnitte in bezug auf die zwei- 
ten Positionierungsabschnitte in Eingriff oder An- 
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griff gebracht worden sind und bei dern Harz in 
den Hohlraum eingefiillt ist, um das abdichtende 
Harz zu bilden, und 

e) einen EntfernungsprozeB fur die Positionie- 
rungsplatine, bei dem die Positionierungsplatine 5 
(6) entfernt wird. 

2. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrich- 
tung nach Anspruch 1, femer mit: 

einem ProzeB zur Ausbildung eines Metallfilms aus 
verschiedenen Material! en, der nach dem Herstellungs- 1 0 
prozeB fiir die Positionierungsplatine und vor dem 
FiillprozeB durchgefuhrt wird, bei dem ein Einzel- 
schicht-Metallfilm (31), der aus einem Material(ien) 
verschieden von dem(den) Material(ien) hergestellt ist, 
das bzw. die fur die vorspringenden Elektroden (2) ver- 15 
wendet wird bzw. werden, in den konkaven Abschnit- 
ten (3) ausgebildet wird. 

3. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrich - 
tung nach Anspruch 1, mit: 

einem ProzeB zur Herstellung eines Metallfilms aus un- 20 
terschiedlichen Materi alien der nach dem Herstel- 
lungsprozeB fur die Positionierungsplatine und vor 
dem FiillprozeB durchgefuhrt wird, bei welchem ein 
Vielschicht-Metallfilm (31), der aus Materialien ver- 
schieden von dem Material(ien) hergestellt ist, welches 25 
bzw. welche fur die vorspringende Elektrode (2) ver- 
wendet wird bzw. werden, in den konkaven Abschnit- 
ten (3) ausgebildet wird. 

4. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrich - 
tung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 30 
daB eine Lotmaterialpaste (9) fiir das Elektrodenmate- 
rial verwendet wird und daB die Lotmaterialpaste in die 
konkaven Abschnitte (3) unter Verwendung eines 
Wischgummis (8) bei dem EinfullprozeB eingefullt 
wird und 35 
daB dann, wenn die Lotpaste (9) in die konkaven Ab- 
schnitte (3) unter Verwendung des Wischgummis (8) 
eingefiillt worden ist, ein Abstandshalterteil (30) mit 
Offnungen (30a), von denen jede an einer Position ent- 
sprechend der Position eines entsprechenden einen der 40 
konkaven Abschnitte geiegen ist, auf der Positionie- 
rungsplatine (6) vorgesehen wird und die Lotmaterial- 
paste in die konkaven Abschnitte iiber das Abstands- 
halterteil eingefullt wird. 

5. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrich- 45 
tung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Elektrodenmaterial durch eine Hitzebehandlung 
geschmolzen wird und daB eine Position der Schal- 
tungsplatine (10) in bezug auf die Positionierungspla- 
tine (6) mit Hilfe eines Selbstausrichteffektes bestimmt 50 
wird, der durch das Elektrodenmaterial beim Schmel- 
zen desselben erzeugt wird. 

6. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrich- 
tung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

daB die ersten Positionierungsabschnitte aus Positio- 55 
nierungsoffnungen oder -lochern (4) bestehen, die in 
der Positionierungsplatine (6) ausgebildet sind, und 
die zweiten Positionierungsabschnitte aus vorspringen- 
den Teilen (22) bestehen, wobei jedes der vorspringen- 
den Teile in Eingriff mit einer entsprechenden einen 60 
der Positionierungsoffhungen (4) steht. 

7. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrich- 
tung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

daB die ersten Positionierungsabschnitte aus Seiten Aa- 
chen der Positionierungsplatine (6) bestehen, und 65 
die zweiten Positionierungsabschnitte aus Positionie- 
rungssehen bestehen, die in der GieBform (18) ausge- 
bildet sind und an die Seitenflachen angreifen. 



8. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrich- 
tung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
Harz in den Hohlraum (21) bei dem rlerstellungspro- 
zeB fur das abdichtende Harz in einem Zustand einge- 
fiillt wird, bei dem die Schaltungsplatine (10) vollstan- 
dig in dem Hohlraum aufgenommen ist, wenn die zu- 
sammengesetzte Platine (14) an der GieBform (18) be- 
festigt wird, und wobei Kontaktflachen der GieBform 
die Positionierungsplatine (6) der zusammengesetzten 
Platine kontaktieren. 

9. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrich- 
tung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Positionierungsplatine (6) selektiv mit Hilfe eines 
Atzprozesses bei dem EntfernungsprozeB fiir die Posi- 
tionierungsplatine entfernt wird. 

10. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrich- 
tung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Positionierungsplatine (6) von der Schaltungspla- 
tine (10) bei dem EntfernungsprozeB fur die Positionie- 
rungsplatine abgeschalt wird. 

11. Halbleitervorrichtung, mit: 

einem Halbleiterelement (15), welches auf einer Schal- 
tungsplatine (10) montiert ist; 

einer Vielzahl von vorspringenden Elektroden (2); und 
einem abdichtenden Harz (5), 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das abdichtende Harz wenigstens eine Frontflache 
und die Seitenflachen der Schaltungsplatine bedeckt, 
und 

Seitenflachen des abdichtenden Harzes Positionie- 
rungsflachen sind, die eine hohe Positionierungsgenau- 
igkeit in bezug auf die "vielzahl der vorspringenden 
Elektroden (2) besitzen. 

12. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, daB das abdichtende Harz (5) auch 
eine Riickflache der Schaltungsplatine (10) bedeckt, 
ausgenommen die Abschnitte, die den Positionen der 
Vielzahl der vorspringenden Elektroden (2) entspre- 
chen. 

13. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein Einzelschicht-Metallfilm (31), 
der aus einem Material bzw. Materialien verschieden 
von dem Material bzw. Materialien, welches fiir die 
Vielzahl der vorspringenden Elektroden (2) verwendet 
wird bzw. werden, hergestellt ist, auf der Oberflache 
von jeder der Vielzahl der vorspringenden Elektroden 
vorgesehen ist. 

14. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein Vielschicht-Metallfilm (31), 
der aus Materialien verschieden von dem Material bzw. 
Materialien, das bzw. die fur die Vielzahl der vorsprin- 
genden Elektroden (2) verwendet wird bzw. werden, 
hergestellt ist, auf der Oberflache von jeder der Viel- 
zahl der vorspringenden Elektroden vorgesehen ist. 

15. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Einzelschicht-MetaUfilm (31) 
eine groBere Harte besitzt als diejenige der Vielzahl der 
vorspringenden Elektroden. 

16. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Vieischicht-Metalifilm (31) 
eine groBere Harte besitzt als diejenige der Vielzahl der 
vorspringenden Elektroden. 

17. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB die Vielzahl der vorspringenden Elektroden (2) ein 
Ldtmaterial aufweisen und 

der Einzelschicht-MetaUfilm (31) ein Material auf- 
weist, welches ausgewahlt ist aus einer Gruppe beste- 
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hend aus Nickel (Ni), Legierungen auf Nickelbasis, 
Chrom (Cr), Legierungen auf Chrombasis, Eisen (Fe) 
und Legierungen auf Eisenbasis. 

18. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, 5 
daB die Vielzahl der vorspringenden Elektroden (2) ein 
Lotmaterial aufweisen und 

der Vielschicht-Metallfilm (31) wenigstens ein Mate- 
rial aufweist, welches ausgewahlt ist aus einer Gruppe 
bestehend aus Nickel (Ni), Legierungen auf Nickelba- 10 
sis, Chrom (Cr), Legierungen auf Chrombasis, Eisen 
(Fe) und Legierungen auf Eisenbasis. 

19. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Einzelschicht-Metallfilm (31) 
eine hohere Befeuchtbarkeit aufweist als diejenige der 15 
Vielzahl der vorspringenden Elektroden. 

20. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Vielschicht-Metallfilm (31) 
eine hohere Befeuchtbarkeit aufweist als diejenige der 
Vielzahl der vorspringenden Elektroden. 20 

21. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 19, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB die Vielzahl der vorspringenden Elektroden (2) ein 
Lotmaterial aufweisen, und 

der Einzelschicht-Metallfilm (31) ein Material auf- 25 
weist, welches ausgewahlt ist aus einer Gruppe beste- 
hend aus Zinn (Sn), Legierungen auf Zinnbasis, Gold 
(Au), Legierungen auf Goldbasis, Silber (Ag), Legie- 
rungen auf Silberbasis, Palladium (Pd) und Legierun- 
gen auf Palladiumbasis. 3° 

22. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 20, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB die Vielzahl der vorspringenden Elektroden (2) ein 
Lotmaterial aufweisen, und 

der Vielschicht-Metallfilm (31) wenigstens ein Mate- 35 
rial aufweist, welches ausgewahlt ist aus einer Gruppe 
bestehend aus Zinn (Sn), Legierungen auf Zinnbasis, 
Gold (Au), Legierungen auf Goldbasis, Silber (Ag), 
Legierungen auf Silberbasis, Palladium (Pd) und Le- 
gierungen auf Palladiumbasis. 40 

23. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, 

daB wenigstens eine auBerste Schicht (34) und eine in- 
nerste Schicht (36) des Vielschicht-Metallfilms (31) 
aus einem Material bzw. Materialien bestehen, welches 45 
bzw. welche eine hohere Befeuchtbarkeit haben als die 
Vielzahl der vorspringenden Elektroden (2), und 
die mittlere Schicht bzw. mittleren Schichten (35) des 
Vielschicht-Metallfilms aus einem Material bzw. Mate- 
rialien besteht bzw. bestehen, welches bzw. welche 50 
eine hohere Harte besitzt bzw. besitzen als die Vielzahl 
der vorspringenden Elektroden. 

24. Halbleitervorrichtung nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Schaltungsplatine (10) aus ei- 
ner Platine besteht, die ausgewahlt ist aus einer Gruppe 55 
bestehend aus einer Einzelschicht-Keramikplatine, ei- 
ner Vielschicht-Keramikplatine, einer Glas-Epoxy-Pla- 
tine und einer Polyimid-Platine. 
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